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Trabalhos mais recentes apontam o0 oOxido de
tungsténio como um semicondutor com Otimas G 400-
qualidades para aplicacao na degradagao de = Si interface N
compostos organicos e inorganicos. O fato de ter um @ 300 -
band gap menor, quando comparado ao TiO,, faz com 2
gue o Oxido de tungsténio possa absorver radiacdo em S 200-
uma faixa ampla do espectro visivel, podendo assim . Si entrada
aproveitar melhor a energia solar que € uma fonte de
energia limpa e obter rendimentos cataliticos elevados. O_' .
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Construir um sistema fotocatalitico utilizando filmes de Figura 2: RBS He+ 1800 keV do filme de tungstato de
WO,, atraves do precursor NA,WO,/PVAL, para a sodio sobre substrato de silicio.
degradacao de efluente téxtil e Investigar as
propriedades morfologicas e estruturais dos mesmos. 0,6 o
C o weooosa —
0,5 — 6,0 min
——— 10 min
Os filmes foram obtidos conforme o Esquema 1. A g — 15min
solucdo precursora com concentracdo de 5 g/100 mL § ™ _ o
de Na,WOQO,/PVAL fol depositada por spin coating (3000 3 —— 40 min
rom durante 30 s.) sobre substrato de silicio. As <
amostras foram calcinadas na temperatura de 600 °C
para remocao do polimero, apos tratadas com e
HCI/H,O, e nova calcinagcao para obtencao dos filmes
de WO.,. v
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1 2 Figura 3: Absorbancia como funcao do comprimento de
-- | | onda para o efluente apods irradiagdo na presenca do

LDEPUEE;E" J catalisador de WO, na temperatura de 25 °C.
I
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Os filmes obtiveram estruturacao bastante homogénea

HCI/H,0, ¢
) | sendo a superficie do substrato totalmente recoberta.
LCaIcina;En ‘ Estruturas com diametro de 57 nm foram observadas. A
’ espessura obtida por RBS apresentou valores de 600 nm
Esquema 1: Fluxograma para obtencao do sistema aproximadamente. Um excelente desempenho
fotocatalitico de WO,. fotocatalitico foi observado na degradacao do efluente

téxtii com o catalisador de WO, A reacao apresentou
cinética de 1° ordem e a constante de velocidade foi cerca
de 4 vezes maior quando na presenca do catalisador.
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Figura 1: Micrografia dos filme de WO, sobre substrato _

de silicio com aumento de 10 mil vezes e enxerto

(aumento de 500 vezes) obtida a partir de Na,WO,/PVAL proj\‘épesq @CNPq

apos tratamento com HCI/H, O, Pro-Reitoria de Pesquisa - UFRGS Copsetia el el riiomiss:




